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Лазеры с вытекающими модами [1], характеризуются большой апер-

турой, генерируют основную моду, обладают узкой диаграммой направ-

ленности и малой нагрузкой на зеркала, что позволяет получать большие 

мощности излучения. В работе [2] создан первый лазер с вытекающей 

модой в гетеросистеме GaAs/InGaAs/InGaP. В работе [3] за счет увели-

чения толщины подложки и уменьшения ее легирования проведена оп-

тимизация оптической схемы и улучшены энергетические параметры ла-

зеров. В работах [4–6] проанализирована зависимость эффективности 

генерации в лазерной структуре Ga0.8In0.2As/GaAs/GaInP от количества 

квантовых ям (КЯ). Показано, что для структур Ga0.8In0.2As/GaAs/InGaP 

при увеличении числа КЯ мощность генерации сначала существенно 

возрастает, затем незначительно снижается. Показано, что в широком 

диапазоне токов инжекции оптимальное количество квантовых ям со-

ставляет 5±1. 

В настоящей работе анализируется влияние нагрева активной об-

ласти на мощностные характеристики лазерной структуры. 

Анализ выходных характеристик многослойного квантоворазмер-

ного лазера проведен на основе скоростных уравнений в одномодовом 

приближении [4–6]. При моделировании учитывалось неоднородное 

возбуждение КЯ, процессы рекомбинации в барьерных областях, эффек-

ты нелинейного усиления, роль которых значительно увеличивается при 

больших токах инжекции.  

На основе численного решения системы балансных уравнений с 

учетом зависимости коэффициентов инжекции носителей заряда в кван-

товые ямы от уровня их возбуждения проведен расчет мощностных ха-

рактеристик при различных значениях тока J структуры, состоящей из 

2–10 квантовых ям Ga0.8In0.2As толщиной 9 нм. Спектры усиления рас-

считывались в приближении четырехзонного kp-метода для разных 

температур, при этом учтена зависимость ширины запрещенной зоны от 

температуры. На рис. 1 приведен расчет зависимости мощности излуче-

ния от количества КЯ в максимуме усиления для различных температур 

и токов. 
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Рис.1. Зависимости мощности излучения от количества КЯ Nqw в активной области 

квантоворазмерной лазерной гетероструктуры Ga0.8In0.2As/GaAs при различных токах 

J в максимуме усиления для различных температур Т=300 К (кружки, соединенные 

линией), 350 К (квадратики, соединенные линией) и 400 К (треугольники, соединен-

ные линией)   

Как показывают расчеты, учет нагрева активной области приводит к 

снижению мощности излучения на 10–15 % на каждые 50 K. При этом 

положение оптимума мощности излучения в зависимости от числа КЯ в 

диапазоне 300–400 K не изменяется.  
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